22 Aula: O Diodo Real

Ao final desta aula vocé deve estar apto a:

-Reconhecer as diferencas entre um diodo real e o diodo ideal que
vimos na aula passada

-ldentificar as trés regdes de operacao de um diodo real

-Usar a lei do diodo para prever seu comportamento na regiao de
operacao direta (polarizacao direta)

-Explicar o comportamento do diodo real em funcao da
temperatura

-Determinar tensoes e correntes em circuitos com diodo
empregando a lei do diodo
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Diodo Real

Equacao da Corrente no Diodo (lei do diodo):

o vp [ nVy _

/lD - IS (e \ ].) Direta i
o commn |

l \4 p—— - ™ 07V 5

A

0
. ~ . |
Corrente no diodo  Tensao no diodo ff s 05V
Ruptura || Reversa a + o =
I, = Corrente de saturacao ' : =

n = fator de 1dealidade ( 1 <n < 2)

V. = kT/q K = Constante de Boltzmann = 1,38x1 021K
V. = 258 mViT = Temperatura em kelvin = (27 3+T(o C))
: (2§0C) g = carga do elétron = 196X10_19C

V. = 25mV
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Diodo Real

Apresentando a Leil do Diodo de outra forma:

i, = I (e™'™" -1)

v, =nV, ln[lD n 1)
IS

nVy ln(iD/Is)

Up

|12

V,-V, =23nV. logI—2

1
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Diodo Real

Exemplo 3.3: Um diodo de silicio, feito para operar com 1 mA,
apresenta uma queda de tensao direta de 0,7 V para uma
corrente de 1 mA. Avalie o valor da constante Is nos casos em
que n seja 1 ou 2. Que constantes de escalamento vocé aplicaria
para um diodo de 1 A do mesmo fabricante que conduz uma
corrente de 1 A para uma queda de 0,7 V?

ev/nVT N ie—v/nvT

»

iZIS
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Diodo Real

Exemplo 3.3:

Para o diodo de 1 mA:
Sen=1: Is=103e70025 =69 x 101 A ou cercade 1015 A
Se n=2: Is=103e70050 =83 x 1019 A ou cercade 10° A

O diodo conduzindo 1 A para uma queda de 0,7 V corresponde a 1000
diodos de 1 mA em paralelo com uma sec¢ao de jungao 1000 vezes
maior. Portanto, IS tambeém ¢ 1000 vezes maior, tendo 1 pA e 1 mA,
respectivamente paran=1en=2.

Deste exemplo deve ficar evidente que o valor usado para n pode ser
muito importante.
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Diodo Real

A dependéncia com a Temperatura
by . UD/TLVT

Os valores de I e V- - T | -
dependem da Temperatura /
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Exercicio 3.9: O diodo no circuito da Figura E3.9 é de um
dispositivo grande, capaz de conduzir altas correntes. Sua
corrente de fuga reversa é razoavelmente independente da
tensdo. Se V=1V a 20° C, calcule ovalordeV a40®° Cea

0° C.

+9V

I M() ;

Figura E3.9
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Diodo Real
A Analise pelo Modelo Exponencial

]'.."n'ﬁ_--_ 2 Vi

P ID _ ISeUD/nVT

® Aplicando a le1 das malhas:
V., =RI,+V,

VDD B VD
R

I, =
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Diodo Real
A Analise pelo Modelo Exponencial

Exemplo 3.4: Determine os valores da corrente ID e da
tenséo Vb para o circuito abaixo com Vbb =5V e R = 1 kQ.
Suponha gque a corrente do diodo é de 1 mA para uma tensao
de 0,7 V, e que a queda de tensao varia de 0,1 V para cada
década de variacao na corrente.

s A v AT ID = ISQUD/nVT ID — R
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Diodo Real

Exemplo 3.4: A solucao tem que ser iteratival!!!l

Vi, -V
Paral = 1mA, Vo1 = 0,7V: Iy, =-22 "

R
2707 4,3mA
1
Para | = 4,3mA, qual o novo Vb2?
|
Lembre-se que: Vp, =V, =2,3nV; IOgID2 e neste exercicio 2,3nVT = 0,1V!!I!

D1

5-0,763
V,, =0,7+ O,lloglﬂ =0,763 ., I ;= )/

D1

=4,237mA

Vo, =0,763 + O,llog[4’237}

=0,762V
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